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１．概要（Summary） 

プリンテッドエレクトロニクスを実現する手法の一つであ

る表面選択塗布法において，基板上に回路を正確にパタ

ーニングするためには，インクの脱濡れ過程の理解が欠

かせない[1]．今回，東京大学武田クリーンルームの設備

を利用して，疎水性パリレン基板およびフォトマスクを作

製した．さらに，物質・材料研究機構三成先生協力のもと，

パリレン基板に真空紫外光を照射することで濡れ性パタ

ーン基板を作製し，基板表面における脱濡れ現象の解析

を行った． 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

超高速大面積電子線描画装置，マスク・ウエーハ自動

現像装置群，光リソグラフィ装置 MA-6，高速シリコン深掘

りエッチング装置，パリレンコーター，形状・膜厚・電気特

性評価装置群，クリーンドラフト潤沢超純水付 
【実験方法】 

パリレンコーターを用いて厚さ 0.17 mm のガラス基板

表面に疎水性ポリマーであるパリレン C を蒸着させ，薄い

ポリマー膜を成膜し，疎水性基板を作製した．さらに自作

の接触角測定装置による接触角計測を行った．また，疎

水性基板上に濡れ性パターンを作製するため，電子線描

画装置を用いてフォトマスクの作製を行った．また，基板

表面における脱濡れ現象を観察するため，Fig. 1 に示す

実験系を用いた． 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

疎水性基板としてパリレン C 成膜後のサンプルを用い

た接触角計測の様子 Fig. 2 に示す．疎水性基板の静的

接触角はおよそ 85°であることが観察された．Fig. 3 に作

製されたフォトマスクのサンプルを示す．このフォトマスク

を利用して基板上に親水パターンを作製した． 

 
Fig. 1 Experimental setup for dewetting 
observation 

 
Fig. 2 Wettability-patterned substrate. 
 

 

Fig. 3 Photomask made by electron beam 
lithography for wettability patterning processing 
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